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Elektrostatické vychylování zaostřeného elektronového svazku v obrazovce:

Výchylka je vytvářena silou elektrostatického pole dvou navzájem kolmých dvojic vychylovacích destiček a je úměrná napětí mezi destičkami. Elektrostatický systém je málo závislý na kmitočtu, a proto dovoluje vychylovat svazek velkými rychlostmi, avšak vychylovací úhel je pouze 30 stupňů (
[image: image2.wmf]±

15 od osy) => použití v osciloskopech.

Vychylovací napětí se přivádí na obě desky příslušného páru současně s navzájem obrácenou fází. Při průletu svazku prostorem mezi vychylovacími deskami uděluje elektrostatické pole jednotlivým elektronům zrychlení ve směru kolmém k ose obrazovky => změna dráhy z přímočaré na prabolickou. Po opouštění prostoru mezi deskami letí opět přímočaře.

Výchylka svazku na stínítku: 
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, kde U-vychylovací napětí; Ua-anodové napětí; d1-délka destiček; d2-vzdálenost destiček; d-vzdálenost středu destiček od stínítka.

Je tedy zřejmé, že větší citlivost budou mít desky bližší ke katodě (=>vychylování ve svislém směru).

U magnetostatického vychylování lze dosáhnout větší výchylky. Magnetostatické vych. narozdíl od elektrostat. vych. závisí výchylka částic na jejich hmotnosti => větší opotřebovávání středu obrazovky (iontová skvrna).

72)

Magnetické pole vytvářející výchylku je buzeno dvěma páry vychylovacích cívek. Cívky pro vychylování ve směru svislém jsou navinuty na feritovém prstenci, který se nasazuje na hrdlo obrazovky v místě, kde se baňka rozšiřuje. Popsaný pár je překryt párem cívek pro vychylování ve směru vodorovném. Tyto civky nejsou navinuty na feritovém jádře. Popis vychylování (pro jeden pár cívek): Elektron  letící rychlostí v1 vstoupí ve směru osy obrazovky do magnetického pole s indukcí B v místě označeném O. Síla, kterou magnetické pole na elektron působí, je kolmá k směru pohybu elektronu i ke směru indukčních čar pole a změní jeho přímočarý pohyb na pohyb po kružnici. Po opuštění magnetického pole pokračuje elektron v pohybu ke stínítku ve směru tečny ke své kruhové dráze sestrojené v místě kde přestalo pole působit. Výchylka : 
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Výchylka je přímo úměrná B, tedy proudu vychylovací soustavou. Nepřímo úměrná anodovému napětí UA a vzdálenosti d (vychylovací cívky od stínítka). Odtud dostáváme při použití magnetického vychylování snadněji větší výchylku. Při magnetickém vychylování je výchylka úměrná druhé odmocnině z jejich hmotnosti. Proto jsou částice nestejně vychylovány na stínítko. Těžké ionty jsou vychylovány velmi málo a dopadají do středu stínítka (ztráta jasu). Ochrana :  stínítko je pokryto napařenou vrstvičkou  hliníku, která propustí pouze elektrony, těžké ionty uvíznou v její krystalové mřížce.






    B


                            B                                   O

                                                                                  
[image: image5.wmf]a











D






     d1






   

d

73-Popis měření VA charakteristik bipolárního tranzistoru

měření vstupních charakteristik: Měření vst. charakteristik se provádí podle obr. 1. Při konstantním nenulovém napětí 
[image: image6.wmf]U
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 se měří závislost 
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měření výstupních charakteristik: Měření vst. charakteristik se provádí podle obr. 1. Při konstantním nenulovém proudu 
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optimalizace klidového pracovního bodu: V zesilovači malého signálu budeme předpokládat signál, který má rozkmit přibližně souměìrný na obě strany. Proto je nutné, aby napěťová souřadnice klidového pracovního bodu v kolektoru byla rovna přibližně polovině napájecího napětí ( při zanedbání zbytkového saturačního napětí v kolektoru). 
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75. Ze zadaných parametrů obvodu a voltampérové charakteristiky Zenerovy diody vypočtěte činitel stabilizace napětí proti kolísání napětí napájecího zdroje

      UZener 

S= ----------

      Uzdroje

- úloha se dá řešit graficko-početní metodou a to následovně

 Předpokladem je obvod  Zenerova dioda + odpor v sérii,

 zadaná  napětí zdroje   UZ1 a UZ2 

1. do charakteristiky Zenerovy diody přikreslíme charakteristiku odporu (přímka)

2. obě charakteristiky sečteme

3. na této výsledné charakteristice v závěrném směru najdeme bod UZ1 a ve směru

    k proudové ose najdeme průsečík s charakteristikou Zenerovy diody - zde      

     odečteme  napětí na Zenerově diodě  UZener1

4. to samé provedeme pro napětí zdroje UZ2  a odečteme napětí na Zenerově diodě

     UZener2

5. činitel stabilizace vypočteme jako:

      UZener2  -  UZener2

S= -----------------------

      Uzdroj1  -   Uzdroj2

76) Popište postup  měření řídící charakteristiky obvodu s fázově řízeným tyristorem v obvodu se střídavým napájením a s odporovou zátěží.

Princip fázového řízení tyristoru je popsáno v otázce číslo 46.

Řídící charakteristika pro jednofázový usměrňovač s fázově řízeným tyristorem(ry)

a odporovou zátěží je uveden níže a též možné zapojení usměrňovače. Řídící charakteristika je závislost úhlu otevření na napětí na zátěž.

Tuto charakteristiku lze změřit tak, že budeme měnit úhel otevření a měřit výstupní napětí. Ze zjištěných údajů sestrojíme graf.
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77. Princip činnosti DC/DC měniče :


Je mnoho zapojení a principů jak měnit DC napětí na vyšší DC napění. Například pomocí pulzních transformátorů, násobiče z diod a kondenzátorů, induktorů, atd... . Tyto všechny obvody ale potřebují zdroj střídavého signálu, aby mohli pracovat. Rád bych se zmínil o měniči s induktorem a tranzistorem MOFSET.


Jedná se o velmi jednoduché zapojení zdroje vyššího napětí, které je uvedeno na obrázku. Při vypínání induktivní zátěže LZ + RZ dochází k překmitu napětí UDS nad hodnotu napájecího napětí UDD o hodnotu ULZ . Pokud nezapojíme ochranný obvod, je možné napěťovým překmitem přes diodu D  nabíjet kapacitor C. Výsledné napětí U2 pak bude po několika vypínacích cyklech rovno hodnotě překmitu napětí UDS. Je nutné v tomto obvodě zvolit diodu s krátkou dobou závěrného zotavení trr a propustného zotavení tfr. 

Upozornění : Jelikož obvod se provozuje bez ochran, je nutné všechny součástky volit na vyšší napětí, než je napětí napěťového překmitu.


Schema zapojení :
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ot. 78.: 
Přechodové zkreslení zes. s bipolár. tr. ve třídě B.

Obrázek ukazuje průběh tvarového zkreslení výstupního napětí. Jeho příčinou jsou nelineární převodní charakteristiky. Charakteristickým projevem je, že činitel nelineár. zkrs. není nejmenší při nejmenších amplitudách signálu, ale při amplitudách středně velikých. Toto lze odstranit posunutím převodních charakteristik (jejich linearizací) (vložení pomocných zdrojů do bází tranzistorů), nebo zavedením záporné zpětné vazby. Za tyto úpravy však platíme tím, že klidový proud zesilovačem již není nulový, ale dosahuje malých hodnot. Tento proud je mnohonásobně menší než u zesilovače třídy A. Pro dobré pochopení přech. zkreslení doporučuji si znovu projít měření v tomto předmětu, kde se měril zes. ve třídě B a kde popsané způsoby byly řešeny prakticky.
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79.
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Při odebírání proudu Iz z výstupu tranzistoru zesilovače, je potřeba do báze tranzistoru T2 dodávat proud Ib. Nejhorší případ nastává při maximální kladné hodnotě proudu Iz. Tento případ nastává, když je již tranzistor T2 nasycen. V tomto okamžiku je UBE2>UCE2 a je nemožné do báze dodávat proud.

Řešení: proud  do báze bude stálý, jestliže bude konstantní napětí na odporu R. Toho je dosaženo takzvaným „bootstrapem“. Všechny změny výstupního napětí jsou přeneseny kondenzátorem zpět na odpor R a tím je zajištěna dodávka budícího proudu. 

Jasnější výklad: Elektornika cvičení.

80. Vyložte jaká omezení ve spínacím režimu způsobuje vstupní kapacita výkonového unipolárního tranzistoru MOSFET a popište způsob jeho měření.

   Tranzistor MOSFET má velmi dobré využití jako spínač analogových i impulsních signálů. Nevodivý kanál má velmi vysoký odpor a vodivý kanál má odpor 200-400( proto je vhodný pro spínání větších impedancí (pro spínání malých impedancí se používá bipolárních tranzistorů).

   Při zpracování signálů, které jsou kratší než časová konstanta vzniklá vstupní  kapacitou tranzistoru, vzniká zkreslení hran vstupních signálů, které se potom převádějí na výstup jako jisté zpoždění spínací funkce tranzistoru. Při spínání vzniká zpoždění odezvy proto, že se nejprve musí nabýt parazitní kapacity a poté se teprve přenese signál na výstup.

  Při zpracování a spínání signálů unipolárních tranzistorů se v obvodu pracuje s malými energiemi.

Samozřejmě jsou vstupní kapacity i u bipolárních tranzistorů, kde se zapojení s rychlými diodami  např. s Schottkyho diodou.







Měření vstupní kapacity by se dalo provádět na osciloskopu, v režimu XY, kde by jsme změřili dobu náběhu, resp. Časovou konstantu zmíněného RC článku, ze kterého dopočítáme neznámou vstupní kapacitu. C=1/(.

Typické hodnoty kapacit jsou:
Cge=1-10pF
Ckg=0,3-1,5pF
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